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COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 36-614/ 049

SOUS ASSURANCE DE QUALITE

EN CONFORMITE AVEC 21 200t +978 193
NF C 86-010 edition 2,
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : TRANSISTORS BIPOLAIRES
CONSTRUCTION : Numéros de type :
Matériau semiconducteur SIII;c':‘Ium BDY 55
Polarité : N .
Matériau du boitier : Métal BDY 56
. Sortie reliée au boitier : Collecteur
DESCRIPTION MECANIQUE . [l n APPLICATION ELECTRIQUE
Références d’encombrement ] - "\ Puissance : TEMPERATURE DE BOITIER
CEI191-2 : B18,C 14b w T8l Utilisation : COMMUTATION
(JEDEC  : TO-3) : |
Référence frangaise : To-3/F-24  prm=o .. | NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE
N&imep. | Odai é
Marquage : BDY 55 et BDY 56 | i Hl . FetlL
'

VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement,
sauf indication contraire,

Pptot (w)

Températures et puissances
4.1. — Températures de boitier .................... .. Tease min — 55°C
max + 150 °C
4.2. — Températures de stockage ................... Tag min — 65°C
max + 200 °C
4.9.2. — Température virtuelle de jonction ....... PR T max 200°C
4.9.1. — Dissipation totale de puissance (T,,s,=25 °C) .. Pt max M7 W

4.10. — Aire limite de fonctionnement de sécurité : Voir annexe 1, page 7

Tensions et courants

v v, Vee v, ! ‘eum Ig
e hax H62 Tgf max max T max
W) v) Vor ~ 15 v v) A tp < 10 ms W
@3) 44) @49 | @5 (4.6) (4.6) @.7)
BDY 55 100 60 100 7 15 15 7
BDY 56 150 120 150 7 15 15 7

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de Qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants
répondant A la présente spécification particuliére.
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CARACTERISTIQUES .
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d’essai définis dans les groupes A et C.
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE -] Tcase =25°C TYPE
sauf indication contraire min| max| Uni
Valeur statique du (5.1} +|*n ¥ —4A V.-=4V 20| 70
rapport de transfert direct du 21 ¢ cE
courant *hot £ 2) *IC=10A Veg=4V 10
Tension de saturation  (5.2) +| ¥V ...y *lc =10A lg=33A 25| v
collecteur-émetteur
Tension de saturation (5.3) +|* ¥ .- 4A l,=04A 11| v
_collecteur-6metteur CEsat(2) ¢ B
Tensionde saturation (5.4 +|*V,- . lo=10A Ig=33A 4 | Vv
base-émetteur .
Tension base-émetteur *VBE *IC = 4A Vop=4V 18| V
Courant résiduel (6.5) 4 ICEX 1 VCE =100V VBE =—15V BDY 55 5 | mA
collecteur-émetteur
Vog =150V Vge=—15V BDY 56 5
Courant résiduel (5.5) ICEO ) Veog=30 Y lB =0 BDY 55 0,71 mA
collecteur-émetteur
Vog =60V lg=0 BDY 56 0.7
A haute température  (5.6) T pse = 190°C
Courant résiduel + leex (2) Vog =100V Vge =— 15V BDY 55 30 | mA
collecteur-émetteur
Vog =150V Vge =— 15V BDY 56 30
Courant résiduel + IEBO VEB=7 \'} IC=0 BDY 55 5 | mA .
émetteur-base BDY 56 3
Tension de maintien M oromws o =200mA lg=0 BDY 55 | 60 v
collecteur-émetteur BDY 56 | 120
Fréquence de transition fT Ic =1A VCE =4V 10 MHz
(6.7.2
) f =10 MHz
Temps de commutation {5.7) Voir montage d’essai en annexe ||
[Temps total d’établissement + ton lc =5A ’B =1A 0,5 | us
[Temps total de coupure +| Io=5A Ig,=1A 2,5
f g2=" 1A
Résistance thermique  (5.9) Ren (i-case) 15 I°FC/wW .
* |mpulsions : t, = 300 us 8§ 2%
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UTE C 86-614/049

CONDITIONS D'ESSAI

ET EXIGENCES DE
B 1974499 0037093 1Ll WA

CUNTRULE

-5 -

GROUPE A
Lot par lot
Tous les essais sont non-destructifs (paragraphe 3.5.6)
CONDITIONS EXIGENCES DE CONTROLE
EXAMEN
ou REFERENCE aTca = 25°C TYPE LIMITES Niveau} NP INQA
EsSAl 8) sauf indication contraire min | max] Unité (%)
F 1 15
Sous-groupe A1 L | 15
— Examen visuel 4.2.1 4.2.1 Satisfaisant
EXAMEN OU ESSAT NP NGA Observations
:: SOUS-GROUPE A2a
Inopérants II 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement)
1I 0,15 transistors
- Il _{ 0,25 diodes de redrzssement
F Il 10,65
Sous-groupe A2h L Il 10,65
leex 434 Veg= 100V Vp =15V BDYS5 5 | mA
T.009
VCE= 150 v VBE =—-15V| BDY56 5 | mA
" 434 *
v Vegsw: ) T.003 [¥. = 10A Iy =33A 25| v
Sous-groupe A3 { : 2
% 434
h21 E(n) T.006 *IC =4 A VCE =4V 201170
% 4.3.4
VeE sar (20 T.003 . =4A lg =04A 111 v
* 4.3.4
Vee sat T.004 */C = 10A lg =33A 4 | v
434
IEBO T.002 VEB =7V IC =0 BDY 55 5 {mA
BDY 56 3 I mA
*VCEO sus 434 *IC = 200mA IB =0 BDY 55 60 v
T.011 BDY 56 {120 \")
F sS4 4
Sous-groupe A4 Voir montage d'essai en annexe I} L 1S4 4
434
t,, T063 |i.=6A Igp= 1A 05 | us
434
Carf T.064 Ic=5A g, =T 1A 25| us
l82=— 1A D <
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